Подложки для сенсоров, работающих на эффекте гигантского комбинационного рассеяния, на основе фотонных кристаллов.
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Последовательное усиление интенсивности поля на границе слоёв фотонного кристалла приводит к значительному, вплоть до 103 раз, усилению интенсивности поля на границе с внешней средой. Что, в свою очередь, позволяет предположить, что данные структуры будут перспективны в качестве электродинамически активных подложек для усиления сигнала сенсоров, работающих на эффекте гигантского комбинационного рассеяния.
В работе исследовали плёнки из чередующихся пар слоёв диоксида кремния (SiO2) и оксида циркония (ZrO2): (N-1)×{ZrO2,130 нм-SiO2,280 нм}/{ ZrO2,130 нм-SiO2, 260 нм}, N×{ZrO2,105 нм - SiO2,250 нм}, где N составляет 2 и 4, полученные методом электронно-лучевого испарения в вакууме. Теоретический расчёт коэффициента усиления электрического поля на поверхности кристалла предполагает увеличение интенсивности сигнала органической метки в 260-370 раз [1].
С помощью эллипсометрических исследований проверили соответствие сформированных покрытий теоретическим расчётам.
При измерении спектров комбинационного рассеяния возбуждали структуры (призма SiO2)/активная подложка/воздух со стороны воздуха. Для сравнения усиливающих свойств подложек использовали специальную метку, которая представляла собой тионитробензойную кислоту (ТНБ), адсорбированную на наночастицах золота размером 56 нм. Наночастицы наносили на поверхность подложек, после осаждения наночастиц подложки промывали в дистиллированной воде.

Сравнения проводили, измеряя интенсивность полосы колебания нитро группы (NO2) при 1346 см-1 молекулы ТНБ, предварительно нанесённой на поверхность кристалла. Возбуждающее излучение с длиной волны 785 нм подводили под одинаковыми углами из воздуха на исследуемую структуру и контрольный образец и сравнивали их интенсивности. Варьируя угол падения возбуждающего излучения, находили максимум усиления интенсивности рассеяния. 
В результате проведённого исследования получили усиление интенсивности комбинационного рассеяния на фотонном кристалле в 30 раз по сравнению с электродинамически не активной подложкой SiO2. 
Проведённое исследование показало, что фотонные кристаллы могут быть использованы в качестве электродинамически активных подложек для усиления сигнала сенсоров, работающих на эффекте гигантского комбинационного рассеяния.
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